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Funkcni vzorek

Prototype of low-voltage low-power modular power electronics

converter
steiposmimy mezichiod Ao mes » V souladu s definici uvedenou v dokumentu

Utadu viady CR, &j.: 1417/2013-RVV
,Metodika hodnoceni vysledkli vyzkumnych

i organizaci a hodnoceni vysledkd ukonéenych

programu (platna pro léta 2013 az 2015 je
uplatiiovan funkéni vzorek ,DV029 Prototype

of low-voltage low-power modular power

electronics converter®.

»  Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu TE02000103 (CIDAM).

»  Realizované ménice jsou Ctyifazové napétové
stfidae s osmi-kanalovym Fizenim pomoci
TTL driveru, ktery ziskava fidici signaly ze
signalového procesoru s vystupni logikou TTL
nebo CMOS.

»  Popisované ménice byly realizovany ve dvou
variantach s ohledem na pozadavek rychlosti
spinani, nebo velikosti vystupniho proudu
stfidace.

»  Oba typy IGBT moduld maji Uce 1200 V.
Maximalni napéti stejnosmérného napétového
meziobvodu bylo vzhledem ke spinaci
frekvenci okolo 10 kHz a napétovym
moznostem pouzitych filtracnich kondenzatord

. . .. stejnosmérmného meziobvodu stanoveno na

S (EL e o 700 Vpc. Méni¢ ve varianté s IGBT moduly

SKM195GB126D ma maximalni vystupni

trvaly (bez spinani) proud ménice Ic = 160 A pfi

22190 - FV035 — 2015

KONTAKTNI OSOBA: teploté pouzdra Tc = 80 °C, méni¢ s IGBT
moduly SKM100GB12T4, ktery ma maximaini
trvaly (bez spinani) vystupni proud ménice Ic =
123 A pfi teploté pouzdra Tc = 80 °C. Rychlejsi
z variant méni¢e je osazena IGBT moduly
SKM100GB12T4 a dosahuje ¢asl tqen = 165
ns a tyem = 400 ns. Pomalejsi varianta ménice
je pak osazena IGBT moduly SKM195GB126D

a dosahuje ¢asU tyon = 280 ns a tyem =560 ns.
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